浙江省科学技术奖公示信息表（单位提名）
提名奖项：科学技术进步奖

	成果名称
	车规级高性能碳化硅功率器件关键技术及应用

	提名等级
	一等奖

	提名书

相关内容
	发明专利名称：一种半导体功率芯片的批量分类方法，发明人：盛况、龙虎、郭清、任娜，授权号CN202110515572.3
发明专利名称：一种碳化硅MOSFET晶体管器件，发明人：任娜、盛况，授权号：ZL202211488433.7
发明专利名称：一种新型电力电子模块，发明人：郭清、李琦、盛况，授权号：ZL201410226812.8
发明专利名称：碳化硅衬底上的缓冲层及其形成方法，发明人：李翔、丛茂杰、谢志平、阚志国、刘煊杰，授权号：ZL202110186694.2
发明专利名称：沟槽型MOS器件及其制造方法，发明人：李翔、谢志平、丛茂杰、梁新颖，授权号：ZL202210618553.8
发明专利名称：SiC基欧姆接触结构及其制造方法，发明人：李翔、谢志平、丛茂杰、阚志国，授权号：ZL202110731269.7
发明专利名称：一种具有电场屏蔽结构的沟槽栅MOSFET器件，发明人：任娜，盛况，授权号：ZL202110897827.7
发明专利名称：刻蚀加工方法和装置、半导体器件，发明人：龙虎、盛况、吴九鹏、任娜，授权号：ZL202310190899.7
实用新型专利名称：功率模块及其封装结构，发明人：胡双于,冷官冀，授权号：ZL202222948928.5
发明专利名称：一种基于不同栅极结构的MOS管器件，发明人：盛况、任娜、徐弘毅、王珩宇，授权号：ZL202111587237.0

	主要完成人
	盛况 排名1 教授 浙江大学
任娜 排名2 研究员 浙江大学
刘煊杰 排名3 正高级工程师 芯联集成电路制造股份有限公司
余庆 排名4高级工程师 芯联集成电路制造股份有限公司
王珩宇 排名5 研究员 浙江大学
王珏 排名6 中级工程师 芯联集成电路制造股份有限公司
郭清 排名7 副教授 浙江大学
丛茂杰 排名8 中级工程师 芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司
冷官冀 排名9 无职称 吉光半导体（绍兴）有限公司
徐弘毅 排名10 高级工程师 芯迈半导体技术（杭州）股份有限公司
吴九鹏 排名11 高级工程师 芯迈半导体技术（杭州）股份有限公司
李翔 排名12 无职称 芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司
谢志平 排名13 中级工程师 芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司

	主要完成单位
	芯联集成电路制造股份有限公司、浙江大学、芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司、浙江大学杭州国际科创中心、吉光半导体（绍兴）有限公司、浙江大学绍兴研究院、杭州芯逐半导体有限公司

	提名单位
	绍兴市人民政府

	提名意见
	该项目在车规级高性能碳化硅功率器件的理论基础、结构设计、工艺制造等方面取得了显著成果。提出了具有微秒-微米级高时空分辨率的分布式热源电-热学耦合模型，发明了以等离子体扩散层和JFET区增强掺杂结构为核心的电流-电场-热量综合应力调控方法，显著改善了芯片在导通性能与阻断漏电流以及短路可靠性之间的强制约关系；提出了低粗糙度双相刻蚀、离子注入损伤高温原位修复、低界面态栅氧生长等SiC芯片核心工艺方法，开发了智能化高效晶圆缺陷检测和SiC芯片双面烧结-铜线键合-塑封体加固的模块封装技术，研制出了耐高温、低损耗、高可靠性的碳化硅功率器件，突破了车规级应用需求的技术瓶颈。

该项目成果打破了国外对高端功率器件技术的长期垄断局面，突破了车规级高性能碳化硅功率器件理论设计与工艺制造等环节的“卡脖子”难题，已在蔚来、小鹏、广汽、上汽等新能源汽车，以及安世博充电桩中获得广泛应用，经济、社会效益十分显著。

提名该成果为省科学技术进步奖一等奖。


